
Regarding the change of names mentioned in the document, such as Mitsubishi 
Electric and Mitsubishi XX, to Renesas Technology Corp.

The semiconductor operations of Hitachi and Mitsubishi Electric were transferred to Renesas 

Technology Corporation on April 1st 2003. These operations include microcomputer, logic, analog 

and discrete devices, and memory chips other than DRAMs (flash memory, SRAMs etc.) 

Accordingly, although Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi 

Semiconductors, and other Mitsubishi brand names are mentioned in the document, these names 

have in fact all been changed to Renesas Technology Corp. Thank you for your understanding. 

Except for our corporate trademark, logo and corporate statement, no changes whatsoever have been 

made to the contents of the document, and these changes do not constitute any alteration to the 

contents of the document itself.

Note : Mitsubishi Electric will continue the business operations of high frequency & optical devices

           and power devices.

Renesas Technology Corp.

Customer Support Dept.

April 1, 2003

To all our customers
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MITSUBISHI Nch POWER MOSFET

FK20UM-6
HIGH-SPEED SWITCHING USE

APPLICATION

Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent

lamp, etc.

Parameter ConditionsSymbol Ratings Unit
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

